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１．概要（Summary） 

4H-SiCに注入した不純物の活性化には 1700 ℃程度

の熱処理が必要である[1]。我々は急速な加熱・冷却が可

能な大気圧熱プラズマジェット（TPJ）による熱処理を用い

て SiC MOSFETの作製を報告している[2]。しかしゲート

に用いた Si層の凝集などの問題があった。そこで本研究

ではSi層上にのみSiO2保護膜を堆積させる構造により、

TPJ照射を行うことで問題解決を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 

【実験方法】 

4H-SiC基板を洗浄後、ゲート絶縁膜としてSiO2をリモ

ートプラズマ化学気相堆積(RPCVD)法により50 nm堆積

した。その後プラズマ化学気相堆積法により、アモルファ

スシリコン(a-Si)膜を220 nm堆積した。イオン注入のハー

ドマスクとしてRPCVD法により、SiO2膜を100 nm堆積し、

フォトリソグラフィとウェットエッチングによりソース･ドレイン

領域のパターニングを行った。不純物としてP原子を加速

電圧30 keV, ドーズ量3×1015 cm-2, 基板温度300 ℃の条

件でイオン注入した。続いてSi層の保護のためにキャップ

層SiO2をRPCVD法により100 nm堆積した。不純物活性

化には、走査速度 100 mm/s、裏面最高到達温度

1300  ℃の条件にてTPJ照射を行った。フォトリソグラフィ

及びウェットエッチングによりコンタクトホールを開口後、

Niを50 nmずつ両面に堆積し、リフトオフにてパターニン

グを行った。オーミック電極形成のため、シリサイド化アニ

ールを行い、その後Al蒸着とフォトリソグラフィ及びウェット

エッチングによりAl配線を形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

Fig. 1 Optical micrograph of the fabricated MOS 

device 

Figure 1に作製したMOSの光学顕微鏡写真を示す。 

今回の作製ではゲート Siの凝集を防ぐことが出来た。 

今後電気特性の評価を進めていく。 
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